Elektronik 130531 1

Tentamen i

ETI 146 Elektronik for E2

den 31 maj 2013 kl 08.30-12.30

Lérare: Bill Karlstrom ankn 5749 mob 0708176535.

OBS! Uppgifterna dr numrerade utan hinsyn till svarighetsgrad. Lds igenom hela tentan innan du
borjar 16sa nagon av uppgifterna.

Approximationer, och forenklingar skall motiveras.
Anviinda uttryck som inte star i bifogad formelsamling skall visas.

Losningarna finns pa senaste kursens hemsida pa mandag 3 juni.
Resultat med kod och tid for granskning av rittning anges pa senaste kursens hemsida
sondag 2 juni.

Tentamen bestar av sex uppgifter som vardera ger maximalt 3 eller 4 podng. For godkénd tentamen
fordras 9.5 poédng. Betygsgrénser: 9.5-13.5 p ger 3, 14-17 p ger 4, och 17,5-21 p ger 5.

Tillatna hjilpmedel: Tabellverken Beta B och CRC Standard Mathematical Tables samt bifogad
formelsamling. Dessa dr: CASIO FX 82, TEXAS TI30, SHARP EL531.

OBS! Glom ej att tydligt skriva namn och personnummer pa varje sida samt
noteringarna pa forsittsbladet.

Lycka till!
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. Beskriv hur metallfilmsmotstand skiljer sig fran massamotstand nar det

galler frekvensegenskaper. 0,5p
. Vilka krav stélls pa filter- resp. kopplingskondensatorer? 0,5p
. Vilka dr de vanligaste typerna av sekundérbatterier? 0,5p

———° 5V

. For transistorn i schemat t.h. géller Upg =3V.

Bestam V. Vo ’:

For transistorn gdller k =4mA/ V2, Vi =1V.
H 330Q

Ip
I .. - . 85a
En forstarkare har 6verforingsfunktionen F(s)= ———————— .
s2 +36s+24a
For vilka viarden pa a har den ett icke-oscillatoriskt stegsvar? 0,5p

Diagrammet nedan visar sambandet mellan Ugg och I, vid strommaéttnad for en MOSFET.

Bestam transistorns k-vérde. 0,5p
Vilken typ av MOSFET visar diagrammet? 0,5p

8mA

- 2mA
GS
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2. Bestam R, ischemat nedan sé att sambandet mellan utspanningen v, och inspdnningarna v, och v, blir
Vo =k-(vy —v;), dér k dr en konstant. Ideal OP.
Ange dven vardet pd k. Anvanda samband skall visas!

| —
L
Ry 100kQ
 —
-
———o0
v 8,2kQ . S
VO
V2 120kQ T
— 1
3p
1011 . 42
3. En forstarkare har overforingsfunktionen F (s)= 7 2 .
(52 + 3005 +2-10* (s + 12000)(s + 25000)
Bestdm dess max-forstarkning, stigtid och relativa pulsfall. Testpulsens lingd &r 0,6 ms. 3p
4. Ikretsen nedan géller E=10V Rg =10MQ Rp =10kQ.
For transistorn giller g, =0,25mA/V, 1, =47kQ.
Inverkan av 6vriga transistorparametrar far forsummas.
Bestim UL R, och Ry,.
Uin
Kondensatorerna far betraktas som kortslutningar vid aktuella frekvenser. 3p

Rg C
Rin I I I ° Ryt
II1 +
|
L ! ':
Uyt

[)
ol
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5. Schemat nedan visar en oscillator dar R; =5kQ Ry, =20kQ R; =1kQ C=15nF. Ideal OP.
Bestdm R, sa att oscillatorns utspanning v, blir sinusformad. Bestim dessutom utspdnningens frekvens i Hz.

R,
| I |
|| —
|| | I |
C Ry
— - R3
R, — A
+ N
+ +
VO
| I i
+
||C

4p

6. Inedanstdende schema (CG-steg) giller R; = R =20kQ Cy =15 10715F .
For transistorn géller gy, =1,25mA/V  Cgs =2-10F Cgq =5-107°F 1, =20kQ.
Inverkan av 6vriga transistorparametrar far forsummas.

Uyt

Bestam forstarkarens maxforstarkning och ovre gransfrekvens.

u.
N Imax

C, far betraktas som en kortsutning vid alla frekvenser.

f{ ’: CLJ: RL|::| ;ut
i —
o Ig

_Eé

4p
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Formelsamling

Elektronik for E2 2013

Frekvens och tidsegenskaper

® Grinsfrekvens "3 dB frekvens' H (a)g): Himax
V2
Ovre gransfrekvens: @ eller f;
n st lika poler f fsror = fi V2" =1
n st olika poler ! =1.1- L2+...+L2
fstor fi fa
Undre grinsfrekvens: o, eller f,
- _ A
n st llka pOler fl fuTOT =

¢ Tidsegenskaper

Stigtid: ~ Bestdms av 6vre grinsfrekvensen z, - fy = 0.35

AL 00%. dir

TTOT 7TOT

Pulsfall: Bestidms av undre grinsfrekvensen P, = =0 +...+ 0,

Aterkoppling
e Total forstarkning, déar 7= slingforstarkning
F F

F, =
14+ BF 1-T

4

s2+s'2k6()0+a)02

; k=1 for kritisk dimpning
=1da LT =0 eller|fF|=1dd £BF =-180°

e 2:aordn. system

e Villkor for oscillation ||
Diod

. vp/nVp
e Diodekvationen ? = s (e 1) dir Vr=kT/q =25 mV vid rumstemp.

_ A (H=TH/0 A .
e Temperaturberoende I, =152 och 2D = _2mv/°C
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MOS transistor

e Storsignalmodell, iG=0
Strommittnadsomradet

Triodomradet

e Smasignalmodell laga frekvenser

9

d

[ WE— 0}

+ +
Vgs gmvgs rO Vds

o 5

S
8m = Y Zk‘ID‘ 5 1=V a/lp
¢ Smasignalmodell hoga frekvenser
[ ]

g ng d
+© °+
Y _L \%

e d
gs Cgs OTVA $> [ s
S
_8nm
Cgv - "%y
a)T
e Millers teorem
Cyy=C,(=k), C,,=C,, % déir k=4
v

Bipolar transistor:

Storsignal: ic=Be®ig, vee= Eo (npn), -E¢ (pnp)

e T -schema: gm:| Ic | /I Vr=40e | IC| , T = P/gm, 1o = Va/lc
Effekt
T,-T,=Fh-0, dir®

I-u
P.= —2 cosd

ja dr den termiska resistansen (°C/W).

For sinushalvperiod



